
Theories and Applications of Chem. Eng., 2009, Vol. 15, No. 1 825

화학공학의 이론과 응용 제15권 제1호 2009년

반도체 배선 공정에서의 초등각 은(Ag) 전해도금을 위한 새로운 유기 첨가제 연구  
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현재 반도체에서 금속 배선 물질로 사용 중인 구리는 공기 중에서의 산화에 대한 저항력이 낮

고, 실리콘과의 결합으로 인한 실리콘 화합물 형성 가능성이 높은 문제점이 있다. 이를 보완하기 

위해 차세대 금속 배선 물질로써 구리보다 비저항이 낮고 높은 온도에서 산화가 잘 일어나지 않

는 장점을 가진 은의 도입을 제시하고 있다. 그러나 구리 배선 형성을 위한 전해도금에서는 다

양한 유기 첨가제를 이용하여 초등각 전착이 활발히 이루어지고 있고 또한 그 메커니즘에 대한 

연구가 널리 수행되고 있는 반면에 은의 경우에 있어서는, 전해도금을 이용한 초등각 전착은 성

공한 사례가 있으나 그에 따른 메커니즘이나 새로운 유기 첨가제에 대한 연구는 아직 미진한 실

정이다. 본 연구에서는 새로운 유기 첨가제를 은 초등각 전해도금에 적용하는 연구를 수행하였

다. 또한 전기화학분석을 통하여 구리 전해도금에서 사용한 유기 첨가제와 새로운 유기 첨가제

에 대하여 전기화학 측면에서의 유사성을 확인하고 초등각 전착공정에서의 메커니즘을 확인하

였다. 이러한 분석 결과를 토대로 실제 반도체 금속화 공정 패턴에 적용하여 은 초등각 전해도

금을 공정을 연구하고 각 첨가제 별 채움 특성을 비교해 보았다.  


